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Silikon gred semikonduktor boleh ditumbuhkan dengan bahan polisilikon dari
dalam bentuk rod atau pecahan kecil. Mengapakah polisilikon bentuk rod lebih
menjadi pilihan bagi menumbuhkan silikon gred semikonduktor ?
(30/100)
Kesan termaelektrik digunakan untuk menentukan jenis kekonduksian wafer.
Terangkan cara lain yang boleh digunakan untuk menentukan jenis
kekonduksian wafer.
(30/100)
Berapakah kerintangan sampel yang mempunyai kelincahan ifembawa  majoriti
400 cm’/(V-s)  jika jumlah atom penderma adalah 8 x 10  /cm3  dan jumlah
atom penerima adalah 5 x 10”/cm3?
(40/100)
Kesan selak-naik selalu berlaku dalam proses fabrikasi peranti CMOS
(Semikonduktor Oksida Logam Pelengkap) yang mempunyai struktur telaga p.
Terangkan bagaimana boleh mengatasi masalah ini semasa proses fabrikasi.
(40/100)
Terangkan paras-paras rekaan didalam reka bentuk litar bersepadu dalam
sistem kejuruteraan berbantu komputer.
(30/100)
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